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1, はじめに 

AlNは熱伝導率の高さ，高い深紫外域透過性，

および AlGaN との良好な格子整合性から

AlGaN 系深紫外発光素子の基板材料として有

望視される材料である．筆者らは，サファイア

窒化法[1, 2]により得られた高品質 AlN 薄膜を

テンプレートとして用いた Ga-Al 液相中での

AlN エピタキシャル成長法について研究を行

っている[3]．これまでの研究で，Ga-40mol%Al

フラックスを用い，窒化 a面サファイア基板上

に 1573 K，5 hのプロセスで厚さ 1.2 mの AlN

を成長させることに成功している[4]．また最

近では，本手法において成長初期に酸素が取り

込まれることで，AlN の極性が反転することを

示した[5]．  

今後，本手法を発展させるためには，本手法

の成長メカニズムの理解を進める必要がある．

液相成長において，基板のフラックスに対する

濡れ性は結晶成長プロセスをデザインする上

で重要である．そこで本研究では，静滴法を用

い窒化サファイア基板の Ga-Al 融液に対する

濡れ角の測定を行った． 

  

2, 実験 

濡れ角測定は常圧の Ar雰囲気下で行った．

Ga-Al液滴の酸化を防ぐため，炉内の基板近傍

に Zr スポンジを設置し，雰囲気の酸素のゲッ

ターとして用いた．さらに，昇温中はノズルの

ついたアルミナ製坩堝を用いて Ga-Al を保持

し，昇温後 Ga-Alを滴下することで，液滴の雰

囲気暴露時間を短縮した．測定は 973 K，1273 

K，1573 Kの温度で行った．基板は窒化 c面サ

ファ イア基板 を用い， 融液の組 成は

Ga-40mol%Alとした． 

 

3, 結果 

測定の結果，窒化サファイア基板の Ga-Al

融液に対する濡れ角は，温度の上昇とともに小

さくなることがわかった．特に 973 Kから 1273 

K の範囲で濡れ角の変化が大きいことがわか

った． 

講演では，この濡れ角の温度依存性の結果を

元に行なった，AlNの液相成長プロセスの改良

についても報告する． 
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